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はじめに

評価方法 ・ 研究内容

ラマン散乱測定

原子の結合に関する情報などが
非破壊で得られる

レーザー
（励起光）

原子 原子が振動

ラマン光

光の非弾性散乱を利用

評価材料

微結晶シリコンの構造と成長

微結晶シリコン µc-Si

･薄膜化により省シリコンが可能な低コストな太陽電池材料。
･膜方向に微結晶とアモルファスのシリコンが混在した複雑な構
造をしており、この構造が効率などに大きく影響するので、その
評価が重要。

µc-Siのラマンスペクトルの解析

複数波長でのµc-Siのラマンスペクトル

複数波長でのラマン
スペクトル測定と、
ピーク分離により膜内
の結晶シリコンとアモ
ルファスシリコンの分
布状態を評価できる。

薄膜の内部の様子を非破壊で知ることは容易ではない。
ここでは太陽電池の高効率化に重要であるシリコン薄膜の構造評価について紹介する。
この方法は他の種々の薄膜にも応用可能である

μc-Si

ガラス基板

Al電極

レーザー光
458，488，532，632ｎｍ

ラマン散乱測定装置
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Experimental result
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ラマンスペクトル

・３成分のピーク分離により結晶化度が求まる

励起光の波長に依存して決まる侵入長に 対
応する厚さの膜からのラマンスペクトルが得ら
れる
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・表面程結晶化度が高いことがわ
かる

薄膜のモデル化に
より

･各波長での吸収
係数の推定

･結晶化度の推定

などが行える。

まとめ

作製法 ：プラズマCVD法

基板：ガラス

薄膜シリコンサンプル構造

結果と解析
① 結晶化度決定

③ シュミレーションによる膜内の構造の推定

② 定性的評価
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実験値
計算値

膜厚L=315nm
η=1
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結晶化度＝

dRｎ～ηIn、 In＋１=exp(-αndLn)In

In ：入射強度

dRn：ラマン散乱強度

αｎ：吸収係数

dLn：厚さ方向の微少部分 η：ラマン散乱断面積

In＋1：dLn通過後の強度L：サンプル膜厚


